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 電子線レジスト SML（EM ResistChesire, UK）はポリ

メタクリル酸メチル（PMMA）を骨格とするポジ型電子

線レジストである。これまでに我々は、Fig. 1に示すよ

うに、電子線露光前に酸素プラズマを照射することで

SML レジストに増感効果が生じることを報告した[1]。

本報告では、酸素プラズマ照射前後における SML 表面

の XPS分析を行ったので報告する。 

 試料には、スピンコートした SML1000 レジストに平

行平板型プラズマ装置（PD-10C, Samco, Japan）を用い

て、酸素プラズマ（RF power: 200 W、流量: 25 sccm、圧

力 0.4 Torr）を 10秒間照射したものを用いた。Fig. 2(a)

と 2(b)に、酸素プラズマ照射前後の SML1000 の XPS ス

ペクトルを示す。酸素プラズマを照射した SML1000 で

は、4つの炭素結合のスペクトルが確認された。C=C 結

合は酸素プラズマを照射していない SML では確認でき

なかった。PMMA では電子線露光によるラジカル反応

により C-C 結合が切断され C=C結合が生成される[2]こ

とから、SML における酸素プラズマ照射による増感効

果は PMMA と同様の表面構造の変化によるものと考え

られる。 
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FFFig. 1 Contrast curves of SML1000 

resist irradiated with O2 plasma. 

FFFig. 2 XPS spectra of SML1000 resist. (a) 

Before O2 plasma irradiation, (b) Irradiated 

with O2 plasma.  
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